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Verfahren zur Herstellung eines Substrates und Substrat 



Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
Siibstrates und ein Substrat gemaS den Oberbegrif f en der An- 
spriiche 1 und 9 . 

Der Tintenstrahldruckprozess ist einer der wichtigsten 
Strukturierungsprozesse fiir die Herstellung von Vollfarb- 
displays auf der Basis lichtemittierender halbleitender Po- 
lymere (LEPs) . Dabei werden kleine Tropfen einer Losung des 
entsprechenden Polymers auf ein geeignetes Substrat aufge- 
bracht . 

Die raumliche Auflosung des Prozesses wird dabei durch die 
Oberf lacheneigenschaf ten des Substrats massgeblich mitbe- 
einflusst. Benetzung durch die auf gebrachte Polymertinte 
darf nur im fiir den liclitemittierenden Pixel vorgesehenen 
Bereich (der sog. Pixelf lache) erfolgen, um Farbmischung zu 
vermeiden. 

Einer der grundlegenden Losungsansatze wird in EP 0989778 
Al (Seiko-Epson) beschrieben. Es wird durch geeignete Aus- 
wahl der Materialien, welche die Substratoberf lache bilden, 
ein Kontrast der Oberf lachenenergie geschaffen. Die aufge- 
druckte Tinte kann nur in Bereichen mit hoher Oberflachen- 
energie verlaufen, wahrend Bereiche mit niedriger Oberfla- 
chenenergie als Barriere wirken. Um eine homogene Schicht- 



dicke des Films zu erhalten, ist es weiterhin von Vorteil, 
liber den Rand der Pixelflache der organischen Leuchtdiode 
(OLED) hinaus hohe Oberf lachenenergie einzustellen. Der 
sich ausbildende Film wird dann bis zur Randzone hotnogen 
und die Schichtdicke nimmt erst ausserhalb der aktiven Zone 
in Nahe der Barriere merklich ab. 

Der notige Kontra.st der Oberf lachenenergien kann auf ver- 
schiedene Art und Weise erreicht werden. 

EP 098 9778 Al (Seiko Epson) beschreibt eine Zweischicht- 
struktur der Oberf lache. Durch geeignete Oberf lachenbehand- 
lung im Plasma kann die obere Scliicht mit niedriger Ober- 
f lachenenergie versehen werden, wahrend die untere Schicht 
aufgrund ihrer chemischen Natur durch die gleiche Behand- 
lung hohe Oberf lachenenergie erhalt. Die untere Schicht 
wird typischerweise aus anorganischen Materialien wie Sili- 
ziumoxid/Nitrid hergestellt. 

Die anorganische Schicht wirkt dabei als Randzone mit hoher 
Oberf lachenenergie und erleichtert das Aufbringen homogener 
Polymerfilme durch den Tintenstrahldruckprozess . 

Das Aufbringen und Strukturieren dieser Schicht erfordert 
allerdings Prozesse, die typischerweise in der Halbleiter- 
industrie verwendet werden • Fiir die Schichtabscheidung kom- 
men Sputterprozesse und Gasphasenprozesse wie PECVD (Plasma 
Enhanced Chemical Vapour Deposition) in Frage. Diese Pro- 
zesse sind kostenintensiv und verringern damit den durch 
OLED- Techno logie gewonnenen Kostenvorteil . Zudem beinhaltet 
die zweite Schicht die Ausbildung einer Oberf lachentopogra- 
phie, d.h. die Bereiche mit niedriger Oberf lachenenergie 
(hier "Separatoren" genannt) heben sich mit endlicher Hohe 
von der Substratoberf lache ab. Durch dieses Hohenprofil 
kann der abgeschiedene Polymerfilm ein unerwunschtes Di- 
ckenprof il ausbi Iden . 



JP09203803 beschreibt die chemische Behandlimg der S\ab- 
stratoberf lache, die zuvor mit einem Photolack beschichtet 
wurde . Im Anschluss daran wird der Photolack durch eine 
Maske belichtet -and entwickelt. In der so entstandenen 
Struktur haben die Bereiche mit Photolack niedrige Oberfla- 
chenenergie, wahrend Bereiche ohne Photolack hohe Oberfla- 
chenenergie aufweisen. Die Flanken der Lacks truktur weisen 
mittlere Oberf lachenenergie auf und koimen dadurch zu einem 
gewissen Grad einen abrupten Ubergang der Oberf lachenener- 
gien vermeiden. Eine Randzone mit frei wahlbarer Oberf la- 
chenenergie und Geometrie stellen sie allerdings nicht dar. 
Dies ist insofern nachteilig, da das raumliche Auflosungs- 
vermogen des Tintenstrahldruckprozesses durch Bereiche mit 
mittlerer Oberf lachenenergie abnimmt. 

JP09230129 beschreibt eine zweistuf ige Behandlung der Ober- 
flache. Zuerst wird die gesamte Oberf lache mit niedriger 
Oberf lachenenergie ausgestattet . Durch die Nachbehandlung 
ausgewahlter Telle der Oberflache mit kurzwelligem Licht 
wird in diesen Bereichen dann die Oberf lachenenergie wieder 
erhoht, Der erreichbare Kontrast der Oberf lachenenergie ist 
jedoch begrenzt und die not ige Belichtungszeit nicht kompa- 
tibel mit einer Massenproduktion. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Substrat sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu 
schaffen, wobei das Substrat kostengiinstig herstellbar 
sein, gegenuber dem Stand der Technik eine geringere 
Schichtdicke aufweisen und eine hohe raumliche Auflosung 
des Tintenstrahldruckprozesses erlauben soil. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaE gelost durch die Merkma- 
le im kennzeichnenden Teil des Anspruches 1 und die Merkma- 
le im kennzeichnenden Teil des Anspruches 9 im Zusammenwir- 
ken mit den Merkmalen im Oberbegriff. ZweckmaSige Ausge- 



4 



staltungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen ent- 
halten. 

Ein besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass 
unter Zuhilfenahme herkommlicher , kostensparender Verfahren 
ein Substrat hergestellt werden kann, das lediglich eine 
Schicht mit einem beliebig strukturierten Oberf lacheiakon- 
trast aufweist. 

Dazu wird auf ein Substrat eine erste Photolackschicht , 
beispielsweise aus einem herkommlichen Photolack aufge- 
bracht. Dies kann ein Photolack auf Novolakbasis oder ein 
Acryllack, Epoxylack oder Polyimidlack sein. Die Photolack- 
schicht wird durch eine Photomaske belichtet und danach 
entwickelt. AnschlieSend . wird diese erste Schicht thermisch 
vernetzt und durch eine Oberf lachenbehandlung, z.B. mittels 
einer UV-Ozon - Behandlung oder einer Sauerstoff- 
Plasmabehandlung, mit hoher Oberf lachenenergie versehen. 
Danach wird eine zweite Photolackschicht , beispielsweise 
aus einem herkommlichen Photolack aufgebracht. Diese wird 
wiederum durch eine Photomaske belichtet und danach entwi- 
ckelt, Dabei uberlagert die zweite Photolackschicht teil- 
weise die erste Photolackschicht. AnschlieSend wird die O- 
berf lachenenergie der Substratoberf lache durch eine Ober- 
f lachenbehandlung, z.B. mittels einer f luorhaltigen Gasmi- 
schung, die aus CF4, SFg oder NF3 bestehen kann, abgesenkt. 
Dieses Absenken der Oberf lachenenergie kann auch durch eine 
Plasmabehandlung mit dem Gasgemisch Tetraf luorraethan- 
Sauerstoff im Verhaltnis 4:1 erfolgen. Zum Schluss wird die 
zweite Photolackschicht wieder abgelost. Dies kann durch 
ein organisches Losungsmittel wie Aceton oder Tetrahydrof u- 
ran erfolgen. Die verbleibende erste Photolackschicht weist 
durch geeignete Wahl der Photomasken und der Oberf lachenbe- 
handlungen eine gewiinschte Geometrie und einen gewiinschten 
Kontrast der Oberf lachenenergien auf. 
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Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass letztendlich nur 
eine Schicht zur Realisieriing der erf orderlichen Substrat- 
eigenschaf ten benotigt wird iind nur organische Materialien 
zum Schichtaufbau verwendet werden. Dadurch kann ein hoher 
Kontrast der Oberf lachenenergie bei einer geringen Schicht - 
dicke erreicht werden. 

Das Substrat kann aus Glas, Kunststoff, Silizium oder ande- 
rem flexiblen oder starren Material bestehen. Die Schichten 
bestehen aus Photolack, welcher uber eine Photomaske be- 
lichtet und dann entwickelt wird. Als Photolack kanji ein 
herkommlicher Photolack verwendet werden. Ebenfalls moglich 
ist eine Stirukturierung vom Polymeren durch Atzen mit Hilfe 
einer Photolackmaske . Das Absenken der Oberf lachenenergie 
kann durch eine geeignete UV-Ozon bzw. Sauerstoff- 
Plasmabehandlung erfolgen. 

Das erf indungsgemaSe Substrat kann zum Aufdrucken eines 
leitfahigen Polymers und/oder zum Aufdrucken einer Losung 
lichtemittierender Polymere mittels eines Tintenstrahl- 
druckverf ahrens verwendet werden. Das leitfahige Polymer 
kann aus Polye thylendioxothiophen- Polys tyrolsulfonsaure 
(PEDT-PSS) Oder Polyanilin bestehen. Die Oberf lachenspan- 
nung des leitfahigen Polymers kann durch geeignete Zusatze 
wie Tenside oder niedere Alkohole, wie z.B. Butanole 
und/oder Propanole, herabgesetzt sein. Die so abgeschiedene 
Polymerschicht wird durch thermische Behandlung getrocknet. 

Die lichtemittierenden Polymere konnen aus der Familie der 
Polyphenylenvinylene (PPVs) oder der Polyfluorene stammen. 

Im nachf olgenden TintenstrahldruckprozeS wird zuerst die 
Losung eines geeigneten leitfahigen Polymers auf gedruckt . 
Die Schicht des leitfahigen Polymers dient einerseits zur 
besseren Injektion von Def ektelektronen (Locher) in das 
lichtemittierende Material. Andererseits gleicht die 
Schicht auch Unebenheiten der Anodenschicht (Indium- 
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Zinnoxid) aus, die sonst zur Verkiirzung der Lebensdauer der 
OLED f uhren wiirde . 

Im Anschluss werden Losungen lichtemittierender Polymere, 
speziell aus der Familie der Polyphenylenvinylene (PPVs) 
5 und der Polyfluorene (PFOs) , mittels des Tintenstrahldruck- 
verf ahrens auf gedruckt . 

Die Weiterverarbeitung erfolgt durch Aufbringen einer me- 
tallischen Kathodenschicht mittels Vakuumverdamp- 
f en/Sputtern und anschlies sender Verkapselung. 



Die Erfindung soil nachstehend anhand von zumindest teil- 
weise in den Figuren dargestellten Ausfiihrungsbeispielen 
naher erlautert werden. 

Es zeigen: 
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Fig. 1: 



eine Darstellung einer unbehandelten 
Substratoberf lache , 



Fig . 2 : 



eine Darstellung einer Substratoberf lache 

mit einer darauf auf gebrachten, belichteten und 

entwickelten ersten Photolackschicht , 



20 



Fig. 3: 



eine Darstellung einer Substratoberf lache 
mit einer ersten und einer zweiten, teilweise 
dariiberliegenden Photolackschicht (jeweils 
belichtet und entwickelt) , 



25 



30 



Fig. 4: 



eine Darstellung einer Substratoberf lache nach 
Behandlung zum Absenken der Oberf lachenenergie 
und nach Entfernen der zweiten Photolackschicht, 



Fig. 5: eine Darstellung einer fertig behandelten 

Substratoberf lache mit einem daruber befindlichen 
Tintentropf en und 

Fig. 6: eine Draufsicht eines Substrats fiir ein 

organisches lichtemittierendes Element mit be- 
reits auf gebrachtem Tintentropf en. 

Wie aus Figur 1 zu ersehen ist, steht vor der Oberf lachebe- 
handlung ein starres oder flexibles Substrat 1 aus Glas, 
Silizium oder anderem Material zu Verfiigung. Das lichtemit- 
tierende Polymer (LEP) soli spater auf einen bestimmten Be- 
reich 2, die sog . aktive Pixelf lache, aufgedruckt werden. 
Dieses raumlich prazise Aufbringen des Polymers ist notwen- 
dig, um einerseits die Vermischung von Polymeren unter- 
schiedlicher Farben zu vermeiden (sog. Farbmischung) und 
andererseits die Polymere zur Erzeugung einer bildlichen 
Darstellung einzeln ansteuern zu konnen. 

Auf dieses Siibstrat 1 wird eine erste Photolackschicht 3 
auf geschleudert und diese durch eine Photomaske belichtet. 
Danach erfolgt eine Entwicklung und thermische Nachbehand- 
luiig sowie eine UV-Ozon bzw. Sauerstof f -Plasmabehandlung . 
Das so behandelte Substrat ist in Figur 2 dargestellt. Der 
Photolack 3 wird durch die UV-Ozon bzw. Sauerstoff- 
Plasmabehandlung mit hoher Oberf lachenenergie versehen. Da- 
nach wird eine zweite Photolackschicht 4 auf geschleudert , 
wie in Figur 3 dargestellt ist. Diese wird wiederum durch 
eine Photomaske belichtet und entwickelt . Diese zweite Pho- 
tolackschicht 4 iiberlagert die Randbereiche der ersten Pho- 
tolackschicht 3 . Danach wird das Substrat 1 einer Plasmabe- 
handlung mit einer f luorhaltigen Gasmischung unterzogen. 
Als fluorhaltige Gase kommen dabei speziell CF4 , SF6 oder 
NF3 in Frage . Dadurch wird derjenige Teil der ersten Photo- 
lackschicht 3, der nicht von der zweiten Photolackschicht 4 
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iiberdeckt ist, mit niedriger Oberf lachenenergie versehen. 
■ Der von der zweiten Schicht 4 uberlagerte Teil der ersten 
Schicht 3 behalt jedoch seine vergleichsweise hohe Oberf la- 
chenenergie bei. AnschlieSend wird die zweite Photolack- 
5 schicht 4 durch geeignete Losemittel, wie z.B. Aceton oder 
Tetrahydrofuran, abgelost. Die nun entstandene Siibstrat- 
oberflache ist in Figur 4 dargestellt. Sie weist eine par- 
tielle Photolackschicht mit Bereichen hoher Oberflachen- 
energie 3 und niedriger Oberf lachenenergie 5 auf. Die Geo- 
10 metrie dieser Bereiche lasst sich durch eine geeignete Wahl 
der Photomasken beliebig gestalten. Das Verhaltnis der O- 
berf lachenenergien der Bereiche hoher Oberf lachenenergie 3 
zu den Bereichen niedriger Oberf lachenenergie 5 laSt sich 
ebenfalls durch geeignete UV-Ozon bzw. Sauerstoff- 
15 Plasmabehandlungen vorteilhaft gestalten. Figur 5 zeigt die 
behandelte Photolackschicht mit einem dariiber befindlichen 
Tint entrop fen, z.B. aus lichtemittierenden halbleitenden 
Polymeren (LEP's). Dieser wird nun im Bereich der aktiven 
Pixelflache 2 und im Randbereich der Photolackschicht mit 
20 hoher Oberf lachenenergie 3 verlaufen. Durch den Ubergang 
von hoher zu niedriger Oberf lachenenergie .auSerhalb der ak- 
. tiven Pixelflache 2 ist eine homogene Schichtdicke iiber der 
aktiven Pixelflache gewahrleistet , da ein Abf alien der 
Schichtdicke im Randbereich der aktiven Pixelflache 2 nicht 
25 erfolgen wird, da dieser Abfall erst in der Nahe des Be- 
reichs mit niedriger Oberf lachenenergie 5 eintreten wird. 
Dadurch wird ein homogen verlaufender Polymerfilm gewahr- 
leistet. Fig. 6 zeigt eine Draufsicht eines Siibstrats fiir 
ein organisches lichtemittierendes Element nach dem Tinten- 
30 strahldruckverf ahren. Dabei sind.die Pixelflache 2 und der 
Bereich des Photolacks 3 mit hoher Oberf lachenenergie mit 
Tinte benetzt. Der Bereich des Photolacks 5 mit niedriger 
Oberf lachenenergie ist hingegen nicht von der Tinte benetzt 
worden . 
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Nachfolgend wird ein besonders vorteilhaf tes Ausf iihrungs- 
beispiel beschrieben. 

Ein mit vorstrukturiertem Indium- Zinnoxid beschichtetes 
Glas wird als Substrat verwendet. Als erste Photolack- 
schicht wird ein Photolack auf Novolakbasis , z.B. JEM 750 
der Firma JSR (Japan Synthetic Rubber) , in einer Dicke .von 
500 nm durch Auf schleudern aufgebracht und durch eine ge- 
eignete Photomaske belichtet. Nach Entwickeln wird der Lack 
bei 2 00 °C fur eine Stunde thermisch nachbehandelt . 

Der strukturierte Lack wird irii Sauers toff plasma fiir 12 0 Se- 
kunden behandelt. Im AnschluS wird eine zweite Photolack- 
schicht auf Novolakbasis , z.B. AZS612 der Firma Clariant, 
durch Auf schleudern aufgebracht. Die Lackschicht wird durch 
eine geeignete Photomaske belichtet und entwickelt. 

Das Substrat wird fur 12 0 s einer Plasmabehandlung mit dem 
Gasgemisch Tetrafluorme than- Sauers toff im Verhaltnis 4:1 
unterzogen. Im AnschluS daran wird die zweite Lackschicht 
mittels eines geeigneteh Losungsmittels wie Aceton oder Te- 
trahydrofuran abgelost. 

Das Substrat wird einer kurzen Nachbehandlung im Sauer- 
stoffplasma unterworfen. Fiir ein solches Ausf lihrungsbei- 
spiel kann die Ausdehnung der Separatorzone 5 ca. 10 - 2 0 
|im betragen. Der Zwischenraum zwischen 2 Pixeln kann ca . 30 
\im betragen, was einer Auflosung von ca. 13 0 PPI ent- 
spricht. Die Oberf lachenenergie kann im Bereich hoher Ober- 
f lachenenergie ca. 60 - 70 dyne/cm, im Bereich niedriger 
Oberf lachenenergie ca. 20 - 3 5 dyne/cm betragen. 

Die Erfindung ist nicht beschrankt auf die hier dargestell- 
ten Ausf uhrungsbeispiele . Vielmehr ist es moglich, durch 
Kombination und Modi fikat ion der genannten Mittel und Merk- 
male weitere Ausf iihrungs variant en zu realisieren, ohne den' 
Rahmen der Erfindung zu verlassen. 
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Bezugszeichenliste 



1 Substrat 

2 Pixelflache r 

3 erste Photolackschicht mit hoher Oberf lachenenergie 

4 zweite Photolackschicht 

10 5 Bereich niedriger Oberf lachenenergie in der ersten 
Photolackschicht 

6 Tintentropf en 
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Patentanspriiche 

Verfahren zur Herstellung eines Substrates durch Auf- 
bringen von Photolackschichten und deren Behandlung, 
gekennzeichnet durch folgende Verf ahrensschritte : 

- Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer ersten 
Photolackschicht (3) ; 

- Oberf lachenbehandlung der ersten Photolackschicht 
(3) zur Ausstattung der ersten Photolackschicht (3) 
mit hoher Oberf lachenenergie; 

- Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer zweiten 
Photolackschicht (4) derart , dass die zweite Photo- 
lackschicht (4) die erste Photolackschicht (3) teil- 
weise iiberlagert; 

- Absenken der Oberf lachenenergie der Substratober- 
flache durch eine Oberf lachenbehandlung, 

- Ablosen der zweiten Photolackschicht (4) . 

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste Photolackschicht (3) mittels einer UV- 
Ozon-Behandlung oder einer Sauerstof f -Plasmabehandlung 
mit hoher Oberf lachenenergie versehen wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Absenken der Oberf lachenenergie durch 
eine Plasmabehandlung mit einer f luorhaltigen Gasmi- 
schung erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, 
dass fur das Absenken der Oberf lachenenergie eine flu- 
orhaltige Gasmischung, welche speziell CF^^, SFg oder 
NF3 enthalt, verwendet wird. 
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Verfahren nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass zum Aufbringen, Belichten und Entwickeln ei- 
ner ersten Photolackschicht (3) ein herkommlicher Pho- 
tolack auf Novolakbasis oder ein Acryllack, Epoxylack 
Oder ein Polyimidlack verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeich- 
net, dass zum Aufbringen, Belichten und Entwickeln ei- 
ner zweiten Photolackschicht (4) ein herkommlicher 
Photolack auf Novolakbasis oder ein Acryllack, Epoxy- 
lack Oder ein Polyimidlack verwendet wird. 

Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Absenken der Oberf lachenenergie durch 
eine Plasmabehandlung mit dem Gasgemisch Tetraf luorme- 
than-Sauerstof f im Verhaltnis 4:1 erfolgt. 

Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeich- 
net, dass die zweite Photolackschicht (4) durch orga- 
nische Losungsmittel wie Aceton oder Tetrahydrof uran 
abgelost wird. 

Substrat (1) , bei welchem mindestens eine Substrat- 
oberflache aus mindestens einer raumlich strukturier- 
ten, nichtkontinuierlichen Photolackschicht besteht , 
dadurch gekennzeichnet , dass in der Photolackschicht 
sowohl Bereiche mit hoher Oberf lachenenergie (3) als 
auch Bereiche mit niedriger Oberf lachenenergie (5) an- 
geordnet sind und dass die Bereiche (2) ohne Photolack 
ebenfalls eine hohe Oberf lachenenergie auf we is en. 

Substrat nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet , dass 
die Oberf lachenenergie in den Bereichen hoher Oberfla- 
chenenergie 60 - 70 dyne/cm und in den Bereichen nied- 
riger Oberf lachenenergie 2 0 - 3 5 dyne/cm betragt . 
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11. Substrat nach Anspruch 9 Oder 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Substrat Starr ist. 

5 12. Substrat nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass das S\ibstrat flexibel ist. 

13. Substrat nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeich- 
net, dass das Substrat aus Glas, Kunststoff oder Sili- 

10 zium besteht. 

14. Substrat nach Anspruch 9 bis 13, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Photolack ein herkommlicher Photolack 
auf Novolakbasis oder ein Acryllack, Epoxylack oder 

15 Polyimidlack ist. 

15. S-ubstrat (1) , bei welchem mindestens eine Substrat- 
oberflache aus mindestens einer raumlich strukturier- 
ten, nichtkontinuierlichen Photolackschicht besteht , 

20 herstellbar durch folgende Verf ahrensschritte : 

- Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer ersten 
Photolackschicht (3) ; 

- Oberf lachenbshandlung der ersten Photolackschicht 

25 (3) zur Ausstattung der ersten Photolackschicht (3) 

mit hoher Oberf lachenenergie ; 
~ Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer zweiten 
Photolackschicht (4) derart, dass die zweite Photo- 
lackschicht (4) die erste Photolackschicht (3) teil- 

30 weise uberlagert; 

- Absenken der Oberf lachenenergie der Substratober- 
flache durch eine Oberf lachenbehandlung, 

- Ablosen der zweiten Photolackschicht (4) . 



35 
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Siibstrat nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet , 
dass die Oberf lachenenergie der ersten Photolack- 
schicht (3) durch einer UV-Ozon - Behandlung oder ei- 
ner Sauerstof f -Plasmabehandlung erhoht ist. 

Substrat nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Oberf lachenenergie der ersten oder 
zweiten Photolackschicht (3, 4) durch eine Plasmabe- 
handlung mit einer f luorhaltigen Gasmischung abgesenkt 
ist . 

Substrat nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet , 
dass die fluorhaltige Gasmischung CF^, SFg oder NF3 
enthalt . 

Substrat nach Anspruch 15 bis 18, dadurch gekennzeich- 
net, dass eine erste Photolackschicht (3) aus einem 
herkommlichen Photolack auf Novolakbasis oder aus ei- 
nem Aery Hack, Epoxylack oder Polyimidlack aufge- 
bracht, belichtet und entwickelt ist. 

Substrat na.ch Anspruch 15 bis 19, dadurch gekennzeich- 
net, dass eine zweite Photolackschicht (4) aus einem 
herkommlichen Photolack auf Novolakbasis oder aus ei- 
nem Acryllack, Epoxylack oder Polyimidlack aufge- 
bracht, belichtet und entwickelt ist. 

Substrat nach Anspruch 15 bis 20, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Oberf lachenenergie durch eine Plasmabe- 
handlung mit dem Gasgemisch Tetraf luormethan- 
Sauerstoff im Verhaltnis 4:1 abgesenkt ist. 
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Substrat nach Anspmch 15 bis 21, dadurch gekennzeich- 
net, dass die zweite Photolackschicht (4) durch orga- 
nische Losiingsmittel wie Aceton oder Tetrahydrof uran 
abgelost ist. 

Verwendung eines Subs t rats mit den Merkmalen nach An- 
spruch 9 bis 22.2um Aufdrucken eines leitfahigen Poly- 
. mers . 

Verwendung eines Substrats nach. Anspruch 23, dadurch 
gekennzeichnet , dass das leitfahige Polymer Polyethy- 
lendioxothiophen- Polys tyrolsulfonsaure (PEDT-PSS) oder 
Polyanilin ist. 

Verwendung eines Substrats nach Anspruch 23 oder 24, 
dadurch gekennzeichnet , dass die Oberf lachenspannung 
des leitfahigen Polymers durch ' geeignete Zusatze wie 
Tenside oder niedere Alkohole herabgesetzt ist. 

Verwendung eines Substrats nach Anspruch 25, dadurch 
gekennzeichnet , dass die niederen Alkohole Butanole 
und/oder Propanole sind. 

Verwendung eines Substrats mit den Merkmalen nach An- 
spruch 9 bis 22 zum Aufdrucken einer Losung lichtemit- 
tierender Polyraere mittels eines Tintenstrahldruckver- 
f ahrens . 

Verwendung eines Substrats nach Anspruch 27, dadurch 
gekennzeichnet, dass die lichtemitt ierenden Polymere 
aus der Familie der Polyphenylenvinylene (PPVs) oder 
der Polyf luorene (PFOs) stammen. 



Fig. 1 
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Zusammenf assung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines 
Siobstrates und ein Substrat. 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Substrat sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung zu 
schaffen, bei welchem das Substrat kostengiinstig hers tell - 
bar sein, gegeniiber dem Stand der Technik eine geringere 
Schichtdicke aufweisen' und eine hohe raumliche Auflosung 
des Tintenstrahldruckprozesses erlauben soil. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS gelost durch ein Verfah- 
ren zur Herstellung des Substrates durch Aufbringen von 
Photolackschichten und deren Behandlung, gekennzeichnet 
durch folgende Verf ahrensschritte : 

- Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer ersten Pho- 
tolackschicht (3) ; 

- Oberf lachenbehandlung der ersten Photolackschicht (3) 
zur Ausstattung der ersten Photolackschicht (3) mit ho- 
her Oberf lachenenergie ; 

- Aufbringen, Belichten und Entwickeln einer zweiten 
Photolackschicht (4) derart, dass die zweite Photolack- 
schicht (4) die erste Photolackschicht (3) teilweise 
uberlagert; 

- Absenken der Oberf lachenenergie der Substratoberf lache 
durch eine Oberf lachenbehandlung, 

- Ablosen der zweiten Photolackschicht (4) 

und ein Siibstrat (1) , bei welchem mindestens eine Substrat- 
oberflache aus mindestens einer raumlich strukturierten, 
nichtkontinuierlichen Photolackschicht besteht, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass in der Photolackschicht sowohl Bereiche 
mit hoher Oberf lachenenergie (3) als auch Bereiche mit 
niedriger Oberf lachenenergie (5) angeordnet sind und dass 
die Bereiche (2) ohne Photolack ebenfalls eine hohe Ober- 
f lachenenergie aufweisen. 



(Fig. 5) 



